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摘 要

本篇論文主要是在探討氮化鎵緩衝層對磊晶膜特性的影響。我們利用水平式有機金屬化學氣相磊晶系統(metal-organic

chemical vapor deposition， MOCVD)，在氧化鋁(Al2O3)的基板上成長氮化鎵磊晶膜。氮化鎵的成長是採用二階段成

長(two-step growth)的方式，先成長一層薄的氮化鎵緩衝層，以減緩氮化鎵磊晶膜與基板間的晶格常數與熱膨脹係數差異所

造成應力的影響，進而成長出品質較好的連續磊晶膜。綜合歸納最佳的成長壓力是在100 Torr。 在反應管的設計上，為避

免 III 族元素與 V 族元素有氣相反應(prereaction)的情況發生，我們利用石英板將反應管前半部分成上下二層，設計出雙層

氣體通道結構，使III族元素與V族元素得以分別進入反應管，其中III族反應物在下層流動，V族反應物在上層流動，並且

在接近於石墨舟之前充份混合，由研究成果証實氣相反應現象得以克服。 關於緩衝層對磊晶膜品質的影響，藉由原子力顯

微鏡的觀察，我們發現在成長緩衝層至成長磊晶層的升溫過程中，升溫速率與NH3 或N2摻入反應的多寡，將會影響到緩

衝層的表面平坦度，進而影響到氮化鎵磊晶膜的品質，因此，在NH3為大流量(= 4 SLM)以及不通入氮氣進行快速熱處理的

情況下，我們可以保持低溫成長GaN緩衝層的表面平坦度。 最後我們的氮化鎵試片會有X光繞射(X-ray diffraction)、光激發

光(photo-luminance)、原子力顯微鏡(atomic force microscopy)、掃瞄式電子顯微鏡(scanning electronic microscopy)等的實驗分

析，決定出良好的氮化鎵成長條件。目前以大流量NH3環境下，我們得到像鏡面一樣(mirror-like)的磊晶膜，其表面平坦度

為9 angstrom，成長速率為0.6 micro*meter / hr， 在(0002)平面繞射峰的半高寬為0.05度，低溫(77K)PL量測未摻雜GaN磊晶

膜的半高寬為34 meV，以van der Pauw method量得載子濃度為10e17-18 cm-3。
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